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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Optoelektronisches Sensormodul 

@ Optoelektronisches Sensormodul (1) zur Erkennung 
von Reflexionsmustern auf einem magnetischen Daten- 
trager {14}, Auf oder in einem Siiizium-Submount (3} ist 
ein Laserbauelement (8J, seitlich versetzt zur Laser-Ab- 
strahlachse {19} mindestens ein erster Sensor- Photode- 
tektor (4, 5, 6), elektrisch leitende Anschluflflachen {20-25) 
und voneinander elektrisch isolierte elektrische Leiter- 
bahnen {33} angeordnet. An der dem Kuhlelement (3) ge- 
genuberliegenden Seite des Laser-Emitterbauelements 
(8) ist eine Linsenanordnung (9, 10) vorgesehen, die mit- 
tels wenigstens eines Stutzsteges {29, 30} auf dem Kuhl- 
element (3) befestigt ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bczicht sich auf cin optoelektronisches 
Sensormodul, insbesondere zur Verwendung in magne- 
tischen Schreib-/Lese-Kopfen in magnetischen Aufnahme- 5 
und/oder Wiedergabe-Geraten. 

Aufgrund zunehrnender Komplexilal der verfugbaren 
Computerprogramme und der immer groBer werdenden zu 
speichernden Datenmengen t ist es erforderlich, Speicherme- 
dien mit immer groBerer Speicherkapazitat zu entwickeln. 10 
Eine Moglichkeit, beispielsweise die Speicherkapazitat der 
bekannten, auf cincm magnetischen Spcic her verfahren ba- 
sierenden Floppydisk zu erhohen, bestehr. darin, die Spuren, 
auf denen die Informationen auf dem magnetischen Spei- 
chermedium der Floppydisk gespeichert sind, enger zusam- 15 
menzufuhren. 

Bci derzeit verfugbaren Floppydisk-Laufwcrkcn bctragt 
bei mechanischerFuhrung des magnetischen Schreib-/Lese- 
Kopfes der Spurabstand auf dem Speichermedium etwa 
100 uin. Eine deutliche Verringerung dieses Absiandes, 20 
z. B. um den Faktor 100 (dadurch wurde die Speicherkapa- 
zitat des magnetischen Speichermediums um das lOOfache 
erhoht), ist mit einer herkornmlich verwendeten magnetc 
mechanischen Spurfiihrung nicht moglich, Eine entspre- 
chend prazisere Spurfuhrung ist aber optomechanisch mog- 25 
lich und wird seit Jahren bei Compakt-Disk(CD)-Laufwer- 
ken erfolgreich eingesetzt. Hierbei wird ein Laserstrahl auf 
die entsprechende Disk-Oberflache fokussiert und von die- 
ser wieder auf einen geeigneten Detektor reflektiert. Ent- 



Laserquelle als diskretes Bauelement in Form eines Halblei- 
ter-Laserchips in einem metallischen TO-Gehause (Durch- 
mcsscr etwa 5 mm) zusammcn mit den notwendigen diskrc- 
ten Strahlformungs- und Strahlfuhrungs-Optiken und den 
zugehorigen Detektoren, die ebenfalls in diskrelen metalli- 
schen TO-Gehausen montiert sind, nebeneinander auf dem 
mechanisch bewegten Trageranu des magnetischen 
Schreib-/Lese-Kopfes zu befestigen. Dieser Aufbau der La- 
serquelie mit den zugehorigen Detektoren und den opti- 
schen Komponenten auf dem Tragerarm des magnetischen 
Schreib-/Lese-Kopfes vergroBerl jedoch sowohl dessen 
Bauform als auch dessen Masse erhcblich. Dies hat zwei 
entscheidende Nachteile zurFolge: 

Erstens wird durch die grbBere trage Masse des Armes, die 
hohere Beschleunigungskrafte zur Bewegung des Armes 
notwendig macht, dessen Bcwcglichkeitbcschrankt und da- 
mi t die Zugriffszcit auf die Datcn- Spuren des magnetischen 
vSpeichermediums und folglich die Datenzugriffszeit erhoht. 
Zweitens vergroBern die TO-Komponenten des Halbleiter- 
Laserchips und der Detektoren die Abmessungen des Ge- 
samtaufbaus des entsprechenden Speicher-Laufwcrks dcr- 
art, da8 die Standard-Gehausehohe von 1 Zoll nicht mehr er- 
reicht werden kann. Ein entsprechend dieser Technik aufge- 
bautes optomagnetisches Floppy disk-Laufwerk kann daher 
die bisher verwendeten magnetischen Floppydisk-Lauf- 
werke nicht unmittelbar ersetzen, da es in die standardmaBi- 
gen Einhauschachte von Personal-Computern und noch we- 
niger von Laptops nicht eingebaut werden kann. 
Der vorliegenden Erfmdung liegt daher die Aufgabe zu- 



sprcchend cincm Strich- oder Punktmustcr auf der Disk, das 30 grundc, cin optoclektronisches Scnsormodul zu entwickeln, 



das Reflexionsverhalren der Disk entsprechend andert, ent- 
steht ein moduliertes elektrisches Signal am Detektor, das 
neben dem Datentransfer auch zur Spurerkennung und -fiih- 
rung benutzt werden kann. Mit diesem Verfahren sind Spur- 
abstandc im um-Bereich realisierbar. 

Halbleiterlaser-Bauelemente fiir die Verwendung in opti- 
schen Schreib-/Lesek6pfen von optischen Aufnahme- und 
Wiedergabe-Geraten sind beispielsweise aus der EP 199 565 
bekannt. Bei den hierin beschriebenen Bauelementen sind 



das eine geringe Masse, einen geringen Platzbedarf und eine 
verringerte Stbranfalligkeit aufgrund gestreuter Lasers trah- 
lung aufweist. Weiterhin soil ein technisch einfaches Her- 
stellungs verfahren fur ein derartiges optoelektronisches 
35 Scnsormodul angegeben werden, das cine wirtschaftliche 
Massenprodukdon ermoglicht. Das Sensormodul soli mit 
herkommlichen Bestiickungsanlagen montierbar sein. 

Diese Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Sensor- 
modul mit den Merkmalen des Palentanspruches 1 gelost. 



jeweils zwei Fotodetektoren, ein Signaldetektor zur Auf- 40 Vorteilhafte Weiterbildungen des oproelektronischen Sen- 

nahme der von einer CD reflektierten optischen Sign ale und sormoduis sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 7. 

ein Monitordetektor zur tJberwachung der Ausgangslei- ErfmdungsgemaB ist ein optoelektronisches Sensormodul 

stung eines zugehorigen HalbleiterLaserchips, in einer Sili- zur Erkennung von Reflexionsmuslern auf einem niagne- 

zium-Plattc intcgricrt. tischen Datcntragcr vorgeschen, bci dem auf einer crstcn 

Die beiden Fotodetektoren sind in Abstrahlrichtung des 45 Hauptflache eines Kuhteiements ein Laser-Emitterbauele- 



Halbleiterlaserchips gesehen, hintereinander angeordnet 
und liegen auf der Strahlachse des vom Ilalbleiterlaserchip 
abgestrahllen Laserstrahlcs. tjber dem Signaldetektor ist ein 
tcildurchlassiger Umlcnkspicgcl angeordnet, der einen klci- 
nen Teil der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten 
Strahlung zum Monitordetektor hin durchljiBt und den gro- 
Beren Teil der Laserstrahking durch Reflexion um 90° in 
Richtung von der Silizium-Platte weg uuilenkt. Die reflek- 
tierte Lasers trah lung trifft auf die CD, wird dort entspre- 



ment mit einer Laser- Abstrahlachse befestigt ist. In dem 
Kuhlelement ist seitlich versetzt zur Laser- Abstrahlachse 
neben dem Lascr-Emitterbauelcment mindeslens ein erster 
Scnsor-Photodctcktor zum Auslesen der Spurdatcn ausgc- 
50 bildet. An der ersten Haupt flache des Kuhlelements sind 
elektrisch leitende AnschluBflachen (Bondpads) ausgebildet 
oder aufgebrachl, die mittels an der ersten Haupt flache aus- 
gebiideten oder aufgebrachlen voncinander elektrisch iso- 
lierten elektrischen Leiterbalinen mitelektrischen Anschliis- 



chend dem auf dieser angebrachten Reflexionsmuster wie- 55 sen des Laser-Emitterbauelements bzw. des Sensor-Photo- 



der zum Halbleiterlaser-Bauelement hin zuriickreftektiert, 
tritt durch den tcildurchlassigcn Umlenkspiegel hindurch 
und trifft auf den darunrcr angcordneten Signaldetektor auf. 

Diese Anordnung hat jedoch die Nachteile, dafl erstens 
eine am teildurchlassigen Umlenkspiegel gestreute Laser- 
strahlung vom Halbleiterlaserchip koimuend direkl auf den 
Signaldetektor trifft und das vom optischen Datenspeichcr 
reflektierte optische Signal stort und zweitens die Herstel- 
lung von teildurchlassigen Spiegeln mit hinreichenden Ei- 
genschaflen fur diese Anwendung sehr schwierig ist. 

Ein bekannter Vorschlag, eine optomagnetische Spurfuh- 
rung mit einem magnetischen Schreib-/Lese-Kopf eines ma- 
gnetischen Spcichcrgerats zu verbinden, bestcht darin, die 



detektors verbunden sind. An der dem Kuhlelement gegen- 
ubcrlicgendcn Seite des Lascr-Emittcrbauclcmcnts ist cine 
Linscnanordnung vorgeschen, die mittels wenigsten cincs 
Stutzsteges auf dem Kuhlelement befestigt ist. Das Laser- 
60 Emitterbauelement ist derart angeordnet, daB im Betrieb 
wenigstens ein erster Teil einer von diesem ausgesandten 
Lasers trahlung dirckt oder nach einer Umlenkung mit cincm 
Reflex ionselement durch die Linsenanordnung hindurch aus 
dem Sensormodul ausgekoppelt wird. Die ausgekoppelte 
65 Lasers trahlung wird wenigstens zum Teil von den Reflexi- 
onsmuslern auf dein auBerhalb des Sensonnoduls angeord- 
neten magnetischen Datentrager zum Sensor-Photodetektor 
hin modulicrt zuruckrcflckticrt und von diesem empfangen. 
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Das erfindungsgemaBe optoelektronische Sensormodul 
lost die weiter oben beschriebenen Probleme der zu groBen 
Masse und dcr zu groBen Bauhdhc dadurch, dafi dcr Sensor- 
Fotodetektor, das Laser-Emitterbauelement, die Leiterbah- 
nen fiir diese elektronischen Bauelemente, die AnschluSfla- 5 
chen (Bondpads) und der Stulzsleg fur die Linsenanordnung 
auf einerri einzigen Kuhlelemeni integrierl ausgebildet (Sen- 
sor-Photodetektor) bzw. angeordnet und somit auf engstem 
Raum vereinigt sind. 

Storende Laserstreustrahlung wird dadurch verringert, io 
daB der Sensor-Pho lode lek tor nichl auf der Abstrahlachse 
des Lascr-Emittcrbauclcmcnts licgt, sondcrn neben diescr 
positioniert ist. 

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung des opto- 
elektronischen Sensorbauelmenis ist das Kiihlelement eine »5 
im Wcscntlichcn Silizium aufweisende Tragcrplattc, in dcr 
die Scnsorphotodiodc intcgricrt ausgebildet ist. Auf dcrTra- 
gerplatte ist eine Isolationsschicht aufgebracht, auf der die 
AnschluBflachen (Bondpads) sowic die elektrischen Leiter- 
bahnen aufgebracht sind, 20 

Silizium ist ein schr gutcr Warmcleiter und von dahcr als 
Material fur das Kiihlelement besonders geeignet. Vorteil- 
hafterweise lassen sich in Silizium auf ein f ache Weise Pho- 
todetektoren, wie Photodioden und Phototransistoren, her- 
stellen. Die zugehdrige Technologie an sich ist bekannt und 25 
wird von daher an dieser Stelle nicht naher erlautert. 

Bei einer besonders bevorzugten A us ftih rungs form des 
zuletzt beschriebenen optoelektronischen Sensorbauelments 
ist das Laser-Emitterbauelement zwischen einem ersten und 
cincm zweiten Stutzstcg angeordnet, die im Wcscntlichcn 30 
aus Gias bestehen. Zwischen den Stutzstegen und der Silizi- 
umplatte ist jeweils eine Bond-Schicht, im Wesentlichen be- 
stehend aus amorphem Silizium, angeordnet und die beiden 
Stiitzstege sind millels anodischem Bonden auf der entspre- 
chenden Bond-Schicht befestigt. Dicsc Bauwcisc crmog- 35 
licht vorteilhafterweise eine rationelle Massenfertigung des 
optoelektronischen Sensormoduls. 

Weitere Vorteile und vorteilhafie Weilerbiidungen des er- 
findungsgemaBen optoelektronischen Sensors ergeben sich 
aus dem im folgenden beschriebenen Ausfuhrungsheispiel 40 
in Verbindung mit den Fig. 1 bis 4. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Schnittes 
durch das Ausfuhrungsheispiel, 

Fig. 2 cine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
das Kiihlelement des Ausfiihrungsbeispieles, 45 

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer perspektivi- 
schen Ansicht des in seine Einzelteile zerlegten Ausfuh- 
rungsbcispiclcs und 

Fig. 4 cine schematische Darstellung einer perspektivi- 
schen Ansicht des Ausfiihrungsbeispieles, montiert auf ein 50 
Leadframe. 

Bei dem in der Fig. I im Schniu dargestellten Ausfuh- 
rungsheispiel ist auf einer ersten Hauptflache 2 eincs Sili- 
zium- Submounts (Silizium-Substrat) 3, das hier das Kiihl- 
element 3 darstellt, ein kantenemittierender Halbleiterlaser- 55 
chip 8 befestigt. Eine Strahlachse 19 eines von dem Halblei- 
tcrlascrchip 8 im Bctricb des Sensors ausgesandten Lascr- 
strahls 7 vcrlauft im Wcscntlichcn parallel zur ersten Haupt- 
flache 2 des Silizium-Submounts 3. Auf einander gegen- 
iiberiiegenden Seiten des Halbleiterlaserchips 8 sind ein er- Go 
ster 29 und ein zweiler Stiitzsleg 30, beispielsweise in Fonn 
von Glasstrcifcn. auf dem Silizium-Submount 3 befestigt, 
wobei die Strahlachse 19 im Wesentlichen senkrecht zur 
Langserstreckungsrichtung der Stiitzstege 29, 30 steht, zu- 
mindest aber einen 29 der beiden Stiitzstege 29, 30 schnei- 65 
deL Der Stutzsteg 29 weist zumindest in einem Bereich, in 
dem der Laserstrahl 7 auf ihn auftrift't, eine als Spiegelflache 
17 ausgcbildctc Scitcnrlachc 15 auf, die mit dcr ersten 
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Hauptflache 2 des Silizium-Submounts 3 einen Winkel a 
von im wesentlichen 45° einschlicBt und von dieser abge- 
wandt ist, so daB dcr Laserstrahl 7 urn 90° vom Silizium- 
Submount 3 wcg umgelcnkt wird. Die Spiegelflache 17 ist 
teildurchlassig ausgebildet, so daB nicht die gesamte von 
dem Halbleiierlaserchip 8 ausgesandte Lasersirahlung 7, 
sondem nur ein ersler Teil 12 von dieser reflekliert wird, und 
ein zweiter Teil 13 an der Spiegelflache 17 zum Silizium- 
Submount 3 hin gebrochen wird. 

Unterhalb des ersten Stiitzsteges 29 ist im Silizium-S un- 
mount 3 eine Monilor-Photodiode 11 zur "Qberwachung der 
Lcistung dcr von dem Halblciterlascrchip 8 ausgesandten 
Lasersirahlung 7 integrierl ausgebildet. Diese empfangt zu- 
mindest einen Teil des an der Spiegelflache 17 gebrochenen 
zweiten Teiles der Lasersirahlung 7. Der Aufbau und die 
Hcrstcllung von derartigen Photodioden 11 in Silizium- 
scheiben ist in dcr Halblcitcrtcchnik bekannt und wird von 
an dieser Stelle nicht naher erlautert. 

Nahezu auf der gesamten ersten Hauptflache 2 des Sili- 
zium-Submounts 3 isl eine Isolationsschicht 31, bevorzugt 
eine Siliziuirmitridschicht, aufgebracht, auf dcr zwischen 
den beiden Stutzstegen 29, 30 Leiterhahnen 33 und elek- 
trisch leitende AnschluBflachen (Bondpads) 20-28 fur 
Bonddrahte 34 und den Halbleiterlaserchip 8 aufgebracht 
sind. Die Leiterbahnen 33, die bevorzugt aus Melallisie- 
rungsschichlen (z. h. Ti-Pt-Au) bestehen, verbinden im We- 
sentlichen die elektrischen Anschlusse der auf dem Sub- 
mount 3 ausgebildeten bzw. aufgebrachten elektronischen 
Bauelemente mit den AnschluBflachen 20-28. 

Seitlich neben dem Halblciterlascrchip 8, cbcnfalls zwi- 
schen den beiden Stutzstegen 29, 30, sind drei nebeneinan- 
der angeordnete, bevorzugt zueinander parallel verlaufende 
langgestreckte Sensor-Photodioden 4, 5, 6 in den Silizium- 
Submount 3 integrierl, deren elektrische Anschlusse mitlels 
Leiterbahnen 33 mit den AnschluBflachen 20-23 elcktrisch 
leitend verbunden sind. Die Langserstreckungsrichtung der 
Sensor-Photodioden 4, 5, 6 verlauft parallel zur Strahlachse 
19 der ausgesandten Lasersirahlung 19. 

Samtliche AnschluBflachen 20-26 fur Bonddrahte zum 
externen AnschlieBen des Sensormoduls liegen zwischen 
den beiden Stutzstegen 29, 30 im Randbereich des Silizium- 
Submounts 3. 

Die drei Sensor-Photodioden 4, 5, 6 sind bevorzugt in 
cine kurzgeschlossenc Photodiodc 35 cingebettct. 

Zwischen den Stiitzstegen 29, 30 und dem Silizium-Sub- 
mount 3 ist jeweils eine Bondschicht 32, bestehend aus 
amorphem Silizium, angeordnet. Diese Bondschichten 32 
dienen als "Obcrfiachc" fur ein anodisches Bonden der aus 
Glas bcstchcndcn Stiitzstege 29, 30. Hicrdurch ist cs mog- 
lich, unter den anodisch gebondeten Stutzstegen elektrisch 
aktive Bauelemente zu plazieren. In diesem Fall ist dies die 
Monitordiode 11. 

Auf den Stiitzstegen 29, 30 befindet sich cine Linscnan- 
ordnung, bestehend aus einem hoiographischen optischen 
Element 9 und einem refractiven opUschen Element 10. 
Diese Linsenanordnung splittet die um 90° umgelenkte La- 
sersirahlung 12, bevor sic auf das magnctischc Spcichermc- 
dium 14 (z. B. cine magnctischc Disk) trifftin mchrcrcTcil- 
strahlen auf. Die Teilstrahlcn treffen auf ein auf dem Spei- 
chermedium angeordnetes Reflexionsmuster, z. B. ein peri- 
odisches Suichmusier, und werden von diesem enispre- 
chend dem Rcficxionsmustcr moduliert zu den Sensor-Pho- 
todioden 4, 5, 6 hin refiektiert. Das somit erhaltene modu- 
lierte Signal enthalt die Information iiber die Position des 
Lese-/Schreibkopfes iiber dem Speichennedium 14. 

Das entsprechend dem Ausfiihrungsbeispiel ausgebildele 
Sensormodul ist vorzugsweise auf einem Leadframe 36 be- 
festigt (Fig. 4) millels dem cs auf cinfache Wcise an cincm 
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Arm eines Schreib-/Lesekopf befestigbar isL 

An Stelle des kantenemittierenden Halbleiterlaserchips 8 
kann auch cin obcrflachcnemiuicrcndcr Laser (Vertical Ca- 
vity Surface Emitting Laser (VCSEL)) verwendet sein. 
Dann kann die Spiegelflache 17 entfallen, da dieser Laser 5 
bci ublicher Montage bereits in die gewunschte Richtung 
abslrahll. 

Der oberflachenemittierende Teaser kann auch so gestaltet 
sein, daG er nicht nur einen emiltierten Leuchtfleck, sondern 
entsprechend der gewunschten Zahl von Teilstrahlcn zwei, lo 
drei oder noch rnehr Leuchtflecke aufweist. Dadurch kann 
cine gunstigcrc Encrgicvertcilung in den Teilstrahlcn er- 
reicht und eine technisch einfachere Linsenanordnung ver- 
wendet werden. 

15 

Paten tanspruchc 

1. Optoelektronisches Sensormodul (1) zurErkennung 
von Reflexionsmustem auf einem magnetischen Da- 
tentrager (14), bei dem 20 
auf einer ersten Hauptflache (2) cincs Kuhlelements (3) 
ein Laser-Emitterbaue lenient (8) mit einer Laser- Ab- 
strahlachse (19) btfestigt ist, 

in dem Kuhlelement (3) seitlich versetzt zur Laser- Ab- 
slrahlachse (19) neben dem Laser-Emitterbaueleinent 25 
(8) mindestens ein erst.er Sensor- Photodetektor (4, 5, 6) 
ausgebildet ist, 

an der ersten Hauptflache (2) des Kuhlelements (3) 
elektrisch leitende AnschluBflachen (Bondpads) 
(20-25) ausgebildet odcr aufgebracht sind, die mittels 30 
an der ersten Hauptflache (2) ausgebildeten oder aufge- 
brachten voneinander elektrisch isolierten elektrischen 
. Leiterbahnen (33) mit elektrischen Anschliissen des 
• Laser-Enutterbauelements (3) bzw. des Sensor-Photo- 
dctcktors (4, 5, 6) verbunden sind, 35 
an der dem Kiihlelement (3) gegenuberliegenden Seite 
des Laser-Emitterbauelements (8) eine Linsenanord- 
nung (9, 10) vorgesehen ist, die mittels wenigstens ei- 
nem Stutzsteg (29, 30) auf dem Kuhlelement (3) befe- 
stigt ist, 40 
und bei dem das Laser-Emitterbaue lement (8) derail 
angeordnet ist, daB im Betrieb wenigstens ein erster 
Teil (12) einer von dem Laser-Emitterbauelement (8) 
ausgesandten Laserstrahlung (7) direkt oder nach einer 
Umlenkung mit einem Reflexionselement (17) durch 45 
die Linsenanordnung (9, 10) hindurch aus dem Sensor- 
modul (1) ausgekoppelt und von den Reflexionsmu- 
stem auf dem auBerhalb des Scnsonnoduls (1) ange- 
ordnctcn magnetischen Datcntragcr (14) zumindest 
teilweise zum Sensor-Photodetektor (4, 5, 6) hin zu- 50 
ruckreflektiert und von diesem empfangen wird. 

2. Optoelektronisches Sensormodul nach Anspruch 1, 
bci dem das Kiihlelement (3) eine Siliziurnplatte ist, in 
der der Sensor-Photodetektor (4, 5, 6) integriert ausge- 
bildet ist, und bei dem zwischen der Siliziurnplatte und 55 
den AnschluBflachen (Bondpads) (20-25) sowie zwi- 
schen der Siliziurnplatte und den elektrischen Leiter- 
bahnen (33) cine Isolationsschicht (31) aufgebracht ist. 

3. Optoelektroniches Sensormodul nach Anspruch 2, 
bei dem das Laser-Emitterbauelement (8) zwischen ei- 60 
nem ersten (29) und einem zweiten Stutzsteg (30), im 
Wcscntiichcn bestchend aus Glas, angeordnet ist, zwi- 
schen den Stiitzstegen (29, 30) und der Siliziurnplatte 
jeweiis eine Bond-Schicht (32), im Wesentlichen be- 
stehend aus amorphem Silizium, angeordnet ist und bei 65 
dem die beiden Stiitzslege (29, 30) mittels anodischem 
Bonden auf der Bond-Schicht (32) befestigt sind. 

4. Optoelektronisches Sensormodul nach einem der 
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Anspriiche 1 bis 3, bei dem im Kuhlelement (3) ein 
Monitor-Photodetektor (11) ausgebildet ist, in den we- 
nigstens cin zweitcr Teil (13) der von dem Laser-Emit- 
terbauelement (8) ausgesandten Lasers trail lung (7) ein- 
gekoppelt wird. 

5. Optoelektronisches Sensormodul nach einem der 
Anspriiche 1 bis 4, bei dem das Laser-Emitterbauele- 
ment (8) ein Kantenemitter ist, dessen Laser-Ahstrahl- 
achse (19) im Wesentlichen parallel zur ersten Haupt- 
flache (2) des Kuhlelements (3) verlauft, und dem La- 
ser-Emitterbauelement (8) in dessen Abstrahlrichtung 
geschen, cine dem Lascr-Emittcrbauclcmcnt (8) zugc- 
wandte und von der ersten Hauptflache (2) abge- 
wandte, die Abstrahlachse (19) mit einem Winkel von 
etwa 45° schneidene Spiegelflache (17) nachgeordnet 
ist, die im Betrieb den ersten Teil (12) der Laserstrah- 
lung (7) in cine im Wesentlichen senkrecht zur ersten 
Hauptflache (2) stehenden Richtung umlenkt. 

6. Optoelektronisches Sensormodul nach Anspruch 3 
und 5 oder nach Anspruch 3, 4 und 5, bei dem die Ab- 
strahlrichtung des Laser-Emitterbauelements (8) auf 
den ersten Stutzsteg (29) gerichtet ist, und derjenige 
Teil einer dem Laser-Emitterbauelement (8) zuge- 
wandten Seitenflache (15) des ersten Stutzsteges (29), 
auf welchen die Laserstrahlung (7) auftriffl, gegeniiber 
der Abstrahlachse (15) mit einem Winkel von etwa 45° 
abgeschragt ist und die Spiegelflache (17) darstellt. 

7. Optoelektronisches Sensormodul nach Anspruch 6, 
bei dem die Spiegelflache (17) teildurchlassig ist und 
bci dem der Monitor-Photodetektor (11) untcrhalb des 
zweiten Stutzsteges und unterhalb der Laser- Abstrahl- 
achse (19) derart angeordnet ist, daB der erste Teil (12) 
der Laserstrahlung (7) von der Spiegelflache (17) zu 
der Linsenanordnung (9, 10) hin reflektiert und der 
zweitc Teil (13) der Laserstrahlung (7) an der Spiegel- 
flache (17) zum Monitor-Photodetektor (11) hin gebro- 
chen wird. 
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